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プロジェクト名：先端物質によるフロンティアフォトニクスの創成 


プロジェクト代表者：鎌田憲彦（理工学研究科・教授） 
 
１ はじめに 


 重点研究テーマ「先端物質によるフロンティアフォトニクスの創成」は、従来の物性・光エレク


トロニクスを進展させ、人類にとって未踏である深紫外光、並びにテラヘルツ光領域を応用する突


破口となるべき科学技術を生み出すことを目的に、平成 18 年度にスタートした。プロジェクトは


ソフト物質デザイン、超伝導センシング、ハードエレクトロニクス、融合評価・応用の４グループ


から成り、それぞれが有機超伝導物質や新規磁性物質の合成と物性解析、超伝導トンネル接合素子


の作製とテラヘルツ光検出、GaN及びSiC等ワイドバンドギャップ半導体の結晶成長と深紫外域発


光素子の開発、非接触の光学的手法による物性評価とプロセス改良といった分担を通して、協力、


連携を図った。平成 20 年度はこれまでの成果を基に研究を進め、以下の成果を得た。特にハード


エレクトロニクスと融合評価・応用グループの連携により、殺菌波長帯として応用が期待されてい


る波長263nm において、室温連続動作で11.3mW という世界最高値を達成した。これ以外にもグル


ープ打ち合わせ、試料供与等を進めており、今後の結実が期待される。なお最終年度として、平成


21年3月に国際フロンティアフォトニクスフォーラムを開催し、3年間の成果の統括を実施した。 


 


２ 新規物性の探索 


  小坂と片野は、二次元三角格子YbAl3C3の磁性研究を中性子回折実験（図１）などによりとりお


こなった。また、層状Ru酸化物Sr
3-x
Ca


x
Ru


2
O
7
の物性研究を行った。今井と佐宗は、強相関電子系


YbAl3の理論研究を行い、電子構造、磁性、輸送特性、光学的性質（図２）などの理論解析を行っ


た。また、佐宗は、「強相関電子系の物理」という教科書を執筆した（2009年10月、日本評論社


より出版）。飛田は、混合ダイヤモンド型Heisenberg Chainsの理論研究を行い、磁性（図３）や


熱物性の理論解析を行った。 谷口と佐藤は、ドープ型有機超伝導体k-(BEDT-TTF)
4
Hg


3-dX8 (X=Cl, 


Br) の輸送現象の研究、新しい測定手法である角度分解熱電能測定手法の開発（図４）などの研究


を行った。 
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３ 超伝導トンネル接合素子 


・単一光子検出器としてNbN超伝導ナノワイヤに着目し、設計、作製、測定を行った。ナノワイヤの


並列化とコプレーナ線路によるインピーダンス整合により、繰り返し周波数300 MHz、パルス幅900 ps


の波長850 nmのパルスレーザ光に対する高速応答を確認した。また、ナポリ大学Pepe准教授が提案
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する、高速な光応答が期待される超伝導/強磁性体積層構造を有する NbN ナノワイヤの作製方法を確


立し、基本的な特性の測定を行った（ナポリ大学との共同研究）。 


・単一光子検出器の光応答信号を、超伝導論理回路（SFQ）に接続する光インターフェースを提案、


設計、測定を行った。単一光子検出器からの応答信号により複数のSFQパルスが生成される場合、ジ


ョセフソン接合伝送線路を用いた遅延線路とDFF回路を組み合わせて先頭のSFQパルスのみを出力す


る回路を設計し、正しく動作することを確認した。 


・基板吸収型THz波検出器において、基板から伝搬してくるフォノンにより下部電極で生成される準


粒子を効率的に収集可能な、準粒子の拡散長を考慮した並列アレイ検出器の提案・試作を行った。Nb


下部電極を用いた場合に準粒子の拡散長がおよそ10 μm であったのに対し、Nb/Al構造を有する下部


電極を用いることで約50 μm に増大し、検出面積の拡大に有効であることを示した。さらに、Nbを


電極として用いるよりも高感度が期待されるAlのみを用いた基板吸収型THz波検出器を作製し、THz


波の検出が可能であることを実験的に確認した。 


 
４ 結晶品質の光学的評価と深紫外域半導体発光素子 


2 波長励起フォトルミネッセンス（Two-Wavelength Excited Photoluminescence, TWEPL）をGaAs 基
板上の InGaAs 動作層-格子不整合（pseudomorphic）HEMT 構造試料に適用した。バンド間励起


（Above-Gap Excitation, AGE）光は InGaAs 動作層のみを励起する 1.37eV、禁制帯内励起（Below-Gap 
Excitation, BGE）光は 0.80eV として、BGE 光の照射によるPL強度の低下を観測し、電子素子用結晶


でも発光材料と同様に準位検出が可能であることを実証した。 
深紫外光領域でのLEDの高出力化の鍵となるAlNバッファ層の高品質化に取り組み、アンモニア


パルス供給多段成長法によりこれを達成した。この方法は、アンモニアのパルス供給による AlN 核


形成、横エンハンスメントモードによる核間の埋め込み、


そしてアンモニア連続供給による高速成長での平坦化


とクラック防止を1サイクルとし、これを数サイクル繰


り返して、全体としての AlN バッファ層の品質を改善


するものである。これにより貫通転位密度は1桁以上低


減化し、その上のエピタキシャル成長層の高品質が可能


となった。このAlNバッファ層を用いたLEDを試作し、


殺菌波長帯として実用化が期待されている波長 264nm
で室温連続出力11.3mWという世界記録を達成した（図


５）。                           図５ 深紫外域LEDの光出力 
 


５ SiC/SiO2界面の評価 


 SiC は、絶縁破壊電界強度や熱伝導率が Si などの半導体と比べて桁違いに高いことから、小型で


消費電力の少ないパワーエレクトロニクスデバイスを実現する材料として期待されている。また、熱


酸化によって絶縁性に優れるSiO2が形成できることと合わせて、従来のSi MOSFETを凌駕する高性能


SiC MOSFETの作製が可能である。実際にSi MOSFETの性能を超えるSiC MOSFETが実現されているも


のの、本来SiCが持ち合わせているポテンシャルが十分に引き出せていないのが現状である。その原


因の一つとして、SiC/SiO2界面近傍におけるキャリア移動度が低いことが挙げられる。このような点
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からSiC/SiO2界面構造に関する研究は重要なテーマであり、我々はSiCの酸化過程を詳細に検討する


ことでSiC/SiO2界面構造の形成にアプローチしようと研究を進めている。これまでに、その場測定が


可能な分光エリプソメータを用いてSiCの酸化過程を実時間観察することによって、極薄酸化膜領域


においては酸化速度が著しく大きいという現象を初めて発見した。この現象を説明するために、我々


は、酸化過程においてSiC/SiO2界面からSiおよびCが格子間原子として放出され、これらの原子が


酸化速度に影響するという、図６に模式的に示すようなSi－C放出モデルを提案した。図７はSiC酸


化膜成長速度の膜厚依存性を示している。Si 面と C 面上の酸化膜成長速度についての実験結果が、


Si－C放出モデルに基づく計算結果によって再現されている様子がわかる。このような実験結果の解


析を通して SiC/SiO2 界面構造の形成過程およびキャリア移動度を低下させる原因を明らかにしてい


くことができると考えられる。 
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    図６ Si-C放出モデルの模式図        図７ SiC 酸化膜成長速度の膜厚依存性 


 


６ プラズマプロセスと有機応用 


これまで大気圧マイクロプラズマジェットおよびプラズマトーチによる水素化アモルファスシリ


コン(a-Si:H)の結晶化技術を提案し、液晶駆動用多結晶シリコン薄膜トランジスタ（TFT）および太


陽電池用多結晶シリコンの製造技術への展開を検討してきた。特に結晶化過程の表面温度、透過・反


射率の実時間その場診断を通してTFT、太陽電池用poly-Si製造プロセスの詳細を調べた。その結果


350℃までの昇温過程において前駆体のa-Si:H の脱水素が終了し、750℃において100ms の時定数で


アモルファスから結晶相への転移（固相成長：SPC）後、最高到達温度に至る昇温速度に応じて結晶


相の合体過程を経て多結晶化が完了することを実験的に明らかにした。基板ステージ速度、電極間距


離、前駆体の膜厚を変数として上記その場診断評価を組織的に実施した。その結果平均結晶粒径300nm


まで実現できた。この結果は従来のエキシマレーザー結晶化（ELA）とほぼ同等な大きさである。 


これらの結晶化SiによるTFTでは、移動度がELAによるTFT性能には及ばないものの、50-60cm2/Vs


を実現し、有機 EL 駆動用 TFT への展開が可能であることを実証した（図８）。さらに太陽電池用 Si


製造プロセスに適用できる膜質であることを光電物性、小数キャリアの拡散長の評価から明らかにし


た。またpoly-Si膜を用いた薄膜太陽電池を試作し、初期的な結果ではあるが、変換効率:3.7％を得


た(図９)。今後民間企業との協同研究、JST等の補助金獲得によるプロセス技術の大面積化への検討


により実用化技術への展開が期待されることがわかった。 
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図８ TFTのトランスファー特性          図９ 太陽電池のI-V特性 


 


有機デバイスの領域では、R、G、B 波長選択性に優れた塗布型光導電性有機薄膜をスピンコー


ト成膜し、有機薄膜受光素子を作製して光電流での波長選択性を確認した。B感度薄膜受光素子で


は、パッシブマトリックスでの実用的信号走査特性を得ている。また希土類錯体のゾルゲルガラス


封止により、耐久性改善の可能性を見出した。 


 


７ 国際フロンティアフォトニクスフォーラムの開催 


毎年度末のフロンティアフォトニクスフォーラム（第1回は平成19年3月7日、第2回は平成20年3月10日に


開催）を受けて、プロジェクト最終年度として下記の通り国際会議を開催した。 


開催日時：平成21年3月5日（木）～6日（金） 


会議名：The First International Forum on Frontier Photonics 
（第1回国際フロンティアフォトニクスフォーラム） 


参加者：海外教員３名、学生１名、学外（国内）教員２名、学内教員１３名、学生３８名他、 


参加者総数62名 


会議内容：招待講演 5 件、Oral 講演 4 件、およびPoster 講演 16 件、合計 25 件 
招待講演と共に、各グループの研究成果に関するOral発表、また研究室院生のポスター発表を行い、


これらに関して招待講演者を含めて活発な質疑討論が行われた。なお本会議の開催に際し、国際交流


センターの支援を受けた。 


 


８ 結言 


重点研究テーマ「先端物質によるフロンティアフォトニクスの創成」プロジェクトを通し、新規物


性の探求、超伝導トンネル接合素子による光子検出、ワイドバンドギャップ半導体材料の物性制御と


デバイス化、プロセス・光学的評価と有機薄膜応用等にわたる研究を進めて来た。幸い平成 20 年度


も複数の成果を出し、学外の評価を得ることができた。発表文献については別紙文献リスト（全9ペ


ージ）を参照されたい。またグループ間での自由な連携により、視野と手法の幅が広がりつつあり、


これらは既に成果として顕在化している例に留まらない。これらはひとえにメンバー諸氏と研究室院


生、学生諸君の地道な努力の賜物である。総合研究機構、国際交流センター関係各位には期間中ご支


援をいただいた。ここに記して感謝申し上げる。 


研究にゴールはなく、未解決の課題も多い。このプロジェクトが一つの土台となり、本学の研究活


動がさらに発展し、結実することを期待している。 
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Photoluminescence study of hexagonal InN/InGaN quantum well structures grown on 3C-SiC (001) 
substrates by molecular beam epitaxy, Physica Status Solidi (c) Vol. 5, No. 6, pp. 1730-1732 (2008).  


23) Y. Endo, Y. Hijikata, H. Yaguchi, S. Yoshida, M. Yoshita, H. Akiyama, F. Nakajima, R. Katayama, K. Onabe, 
Twin photoluminescence peaks from single isoelectronic traps in nitrogen delta-doped GaAs, Physica 
E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures, Vol.40, No.6, pp.2110-2112 (2008). 


24) T. Yamamoto, Y. Hijikata, H. Yaguchi, S. Yoshida, Oxide Growth Rate Enhancement of Silicon Carbide 
(0001) Si-Faces in Thin Oxide Regime, Japanese Journal of Applied Physics, Vol.47, No.10, pp.7803-7806 
(2008). 


25) Y. Hijikata, H. Yaguchi, and S. Yoshida, A Kinetic Model of Silicon Carbide Oxidation Based on the 
Interfacial Silicon and Carbon Emission Phenomenon, Applied Physics Express Vol. 2, pp. 021203-1-3 
(2009). 


26) Y. Hijikata, T. Yamamoto, H. Yaguchi and S. Yoshida, Model Calculation of SiC Oxidation Rates in the Thin 
Oxide Regime, Materials Science Forum Vols. 600-603, pp. 663-666 (2009). 


27) T. Yamamoto, Y. Hijikata, H. Yaguchi and S. Yoshida, Oxygen-Partial-Pressure Dependence of SiC 
Oxidation Rate Studied by In-situ Spectroscopic Ellipsometry, Materials Science Forum Vols. 600-603, pp. 
667-670 (2009). 


 


28) Yi Ding, and H. Shirai, “White light emission from silicon oxycarbide films prepared by using atm
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ospheric pressure microplasma jet”, J. Appl. Phys. 105,043515 (2009)  


29) Yi Ding, D. He, and H. Shirai, “Deposition of low dielectric constant SiOC films by using an atm


ospheric pressure microplasma jet”, J. of Phys. D: Appl. Phys. 42, 125503 (2009)  


30) Yi Ding, J. Jin, H. Jia, and H. Shirai, “Silicon oxide synthesized by using an atmospheric pressure
    microwave plasma jet from a tetraethoxysilane and oxygen mixture” Thin Solid Films (印刷中) 


31) Yi Ding, and H. Shirai, “Local are deposition of SiOC films by using a very-high-frequency atmos


pheric pressure microplasma jet from tetraethoxysilane” ECS Transactions, 25, (accepted) 
32) N. Ohta, Y.Imamura, H. Shirai, “Real time monitoring of transmittance/reflectance during the 


plasma annealing of a-Si” ECS Transactions, 25, (accepted).  
 
33) H. Hirayama, N. Noguchi, T. Yatabe, and N. Kamata, 227 nm AlGaN Light-Emitting Diode with 


0.15 mW Output Power Realized using a Thin Quantum Well and AlN Buffer with Reduced 
Threading Dislocation Density, Appl. Phys. Express, 1, 051101, 2008. 


34) H. Hirayama, T. Yatabe, T. Ohashi , N. Kamata, 226-273 nm AlGaN deep-ultraviolet 
light-emitting diodes fabricated on multilayer AlN buffers on sapphire, Phys. Stat. Sol. (c), vol.5, 
pp.2969-2971, 2008. 


35) H. Ogawa, N. Uchiyama, N. Kamata and Y. Arakawa, “Laser-Induced Formation of Nonradiative Centers 


Observed by Two-Wavelength Excited Photoluminescence,” Phys. Stat. Sol. (c) vol.5, pp. 2929-2931, 2008. 


36)  H. Hirayama, T. Yatabe, N. Noguchi, and N. Kamata, “227-261 nm AlGaN-based Deep 
Ultraviolet Light-Emitting Diodes Fabricated on High-quality AlN Buffer on Sapphire”, Journal 
of Light & Visual Environment, vol.32, pp.79-82, 2008. 


37) N. Noguchi, T. Ohashi, N. Kamata, H. Hirayama, “Improvement of surface roughness and 
reduction of threading dislocation density in AlN/AlGaN templates on sapphire by employing 
trimethylaluminum pulsed supply growth ”, Phys. Stat. Sol. (c) vol.5, pp.1968-1970.(2008) 


38) H. Hirayama, T. Yatabe, T. Ohashi, N. Kamata, “Remarkable enhancement of 254-280 nm deep 
ultraviolet emission from AlGaN quantum wells by using high-quality AlN buffer on sapphire”, 
Phys. Stat. Sol. (c) vol.5, pp.2283-2285, 2008. 


39) H. Hirayama, J. Norimatsu, N. Noguchi, S. Fujikawa, T. Takano, K. Tsubaki, and N. Kamata, 
“Milliwatt power 270 nm-band AlGaN deep-UV LEDs fabricated on ELO-AlN template”, Phys. 
Stat. Sol. (c), in press 


40) H. Hirayama, S. Fujikawa, J. Norimatsu, T. Takano, K. Tsubaki, and N. Kamata, “Fabrication of 
a low threading dislocation density ELO-AlN template for application to deep-UV LEDs”, Phys. 
Stat. Sol. (c), in press 


41) N. Noguchi, H. Hirayama, T. Yatabe, and N. Kamata, “222 nm single-peaked deep-UV LED with 
thin AlGaN quantum well layer”, Phys. Stat. Sol. (c), in press 


42) H. Yamaguchi, M. Komoriya, and N. Kamata, Improved EL Characteristics of Polyfluorene/ 
PBD-mixed Layer by Wet Process, Phys. Stat. Sol. (c),vol.5, pp. 3191-3193, 2008. 


43) 金永模, 福田武司, 鎌田憲彦, 小原秀彦, 横尾敏明, 木島直人, ゾルゲルガラスで封止した白色LED用


赤色蛍光体の信頼性向上, 照明学会誌, 第92巻, 第8A号, pp. 472-477, 2008. 
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44) T. Fukuda, M. Komoriya, R. Kobayashi, Y. Ishimaru and N. Kamata, “Wavelength-selectivity of 
organic photoconductive devices by wet process”, Jpn. J. Appl. Phys. in press, 2009.  


45) T. Fukuda, T. Suzuki, Z. Honda and N. Kamata, “Organic photoconductive device fabricated by electrospray 


deposition method”, Thin Solid Films,accepted.  


46)  T. Fukuda, M. Komoriya, R. Mori, Z. Honda, K. Takahashi and N. Kamata, “Read-Out 
Frequency Response of Solution-Processed Organic Photoconductive devices”, Mol. Cryst. Liq. 
Cryst.,vol.504, pp. 212-222, 2009 


47) E. Kin, T. Fukuda, S. Kato, Z. Honda and N. Kamata, “pH and Concentration Dependence of 
Luminescent Characteristics in Glass-Encapsulated Eu-Complex”, J. Sol Gel Sci. Technol.in 
press ,pp.409-414,2009 


48) E. Kin, T. Fukuda, S. Yamauchi, H. Ohara, T. Yokoo, N. Kijima, Z. Honda and N. Kamata, 
“Thermal Stability of Europium(III) Chelate Encapsulated by Sol-Gel Glass”, J. Alloys and 
Compounds, in press, pp.908-911, 2009. 


 


［２］国際会議 
1) Taino T., Ishii H., Watanabe Y., Aoki K., Yamashita N., Myoren H., Takada S., Ariyoshi S., Otani C., Sato 


H., THz Spectroscopy Using Superconducting Tunnel Junction Detectors, Applied Superconductivity 
Conference 2008, USA 


 2) Myoren H., Yoshizawa Y., Taino T., Takada S. SFQ Multiplexed Signal Processing Circuits for 
Superconducting Tunnel Junction Photon Detectors, Applied Superconductivity Conference 2008, USA 


 3) Liang Y., Jiang Y., Chen J, Wu P. H., Ariyoshi S., Otani C., Taino T., Nb SIS Mixers at 0.65 Terahertz 
Frequency Band, Applied Superconductivity Conference 2008, USA 


 4) Taino T., Matsubara K., Nakagawa H., Kikuchi K., Aoyagi M., Sato H., Myoren H., Low Noise Photon 
Detector using Superconducting Tunnel Junction, euroflux2008 international conference, Naples 


 5) Ishii M., Yokoshima T., Nakajima S., Segawa S., Wom M. S., Taino T., Myoren H., Nakagawa H., Aoyagi 
M., Deposition Behavior of Polyimide Electodeposition Coating on Various Metal Surfaces, Pacific Rim 
Meeting on electrochemical ando solid-state science, Honolulu 


 6) Otani C., Ariyoshi S., Taino T., Dobroiu A. C., Terahertz Detector Array using Superconducting Tunnel 
Junctions, The Joint JSPS-ESF International Conference on Nanoscience and Engineering in 
Superconductivity, Tsukuba (Invited) 


 
7) H. Yaguchi, S. Hirano, M. Orihara, Y. Hijikata, and S. Yoshida, Photoluminescence study of hexagonal 


InN/InGaN multiple quantum well structures grown on 3C-SiC (001) substrates by RF-MBE, The 1st 
International Forum on Frontier Photonics O-2 (Saitama) 2009. 3. 5  


 8) T. Wakabayashi, H. Seki, Y. Hijikata, H. Yaguchi and S. Yoshida, Characterization of 4H-SiC/SiO2 
interfaces using a deep ultraviolet spectroscopic ellipsometer, The 1st International Forum on Frontier 
Photonics P-14 (Saitama) 2009. 3. 6 


 9) T. Fukushima, M. Ito, Y. Hijikata, H. Yaguchi, S. Yoshida, M. Okano, M. Yoshita, H. Akiyama, S. Kuboya, 
R. Katayama and K. Onabe, Photoluminescence from isoelectronic traps in nitrogen delta-doped GaAs 
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grown on variously oriented GaAs surfaces, The 1st International Forum on Frontier Photonics P-15 
(Saitama) 2009. 3. 6 


10) Y. Hijikata, H. Yaguchi, and S. Yoshida, Model Calculation of SiC Oxide Growth Rate based on the Silicon 
and Carbon Emission Model, 7th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (WeP-18) 
(Barcelona, Spain) 2008. 9. 10  


11) H. Seki, T. Wakabayashi, Y. Hijikata, H. Yaguchi, and S. Yoshida, Characterization of 4H-SiC-SiO2 
Interfaces by a Deep Ultraviolet Spectroscopic Ellipsometer, 7th European Conference on Silicon Carbide 
and Related Materials (WeP-19) (Barcelona, Spain) 2008. 9. 10  


12) T. Takaku, Y. Hijikata, H. Yaguchi, and S. Yoshida, Observation of SiC Oxidation in Ultra-Thin Oxide 
Regime by In-Situ Spectroscopic Ellipsometry, 7th European Conference on Silicon Carbide and Related 
Materials (WeP-20) (Barcelona, Spain) 2008. 9. 10 


13) S. Kuntharin, S. Sanorpim, Y. Iwahashi, H. Yaguchi, A. Nishimoto, M. Orihara, Y. Hijakata, S. Yoshida, High 
Resolution X-ray Diffraction and Raman Scattering Studies of Cubic-Phase InN Films Grown by MBE, 
Smart/Intelligent Materials and Nano Technology 2008 & 2nd Internatinal Workshop on Functional Materials 
and Nanomaterials (SmartMat-'08 & IWOFM-2) (Chiang Mai, Thailand) 2008. 4. 24 


14) 第23回アモルファス･ナノ結晶の物理とその応用に関する国際会議（ICANS23）（平成21年8月）


オランダ・ユトレヒト大学 


15) Y. Ding, H. Shirai, “Microstructure and dielectric properties of silicon oxycarbide films deposited b


y suing an atmospheric pressure microplasma jet” ID57 
16) 第23回アモルファス･ナノ結晶の物理とその応用に関する国際会議（ICANS23）（平成21年8月）


オランダ・ユトレヒト大学 


17) H. Shirai, “Real time monitoring of the transmittance and reflectance during the plasma annealing 


of amorphous silicon. 
18) 第22回プラズマ材料科学シンポジウム（SPSM-22）（東京大学）,  Y. Ding, J. Jin, H. Jia, and H.


 Shirai, “Amorphous SiOC films synthesized by an atmospheric pressure microplasma jet: Characterizati


on and its application as a gate insulator of ZnO-TFTs” A4-2 (pp-82) 
 


19) N. Noguchi, H, Hirayama, and N. Kamata, “Growth of High-Al-content AlGaN QWs used for 220-250nm-band 


High-brigthness UV-LEDs”, Technical digest of 2nd International Symposium on Growth of III-V-Nitrides 


Technical digest of 2nd International Symposium on Growth of III-V-Nitrides, (ISGN-2), Mo-53, 2008.7, 


(Shizuoka, Japan). 


20) H. Hirayama, N. Noguchi, T. Yatabe, and N. Kamata, “High-quality AlN buffer fabricated by NH3 Pulse-flow 


Multi-layer Growth Method used for 220-270 nm-band UV-LEDs”, Technical digest of 2nd International 


Symposium on Growth of III-V-Nitrides, (ISGN-2), Mo-52, 2008.7   (Shizuoka, Japan). 


21) T. Yamaguchi, A. Okamoto, T. Fukuda, T. Takada, T. Itatani and N. Kamata, “Below-Gap Levels in InGaAs 


High-Electron-Mobility Transistors Observed by Two-Wavelength Excited Photoluminescence”, Extended 


abstract of 2008 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM), pp.154-155, 2008.9, 


(Tsukuba, Japan).  


22) H. Hirayama, S. Fujikawa, J. Norimatsu, T. Takano, K. Tsubaki, and N. Kamata, “Fabrication of low threading 
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dislocation density ELO-AlN template for the application to deep-UV-LEDs”, Abstract of International Workshop 


on Nitride Semiconductors (IWN2008),We1-B2, 2008.10 (Montreux, Switzerland) 


23) H. Hirayama, S. Fujikawa, N. Noguchi, T. Yatabe, T. Takano, K. Tsubaki, and N. Kamata, “222-282 nm AlGaN 


and InAlGaN-based deep-UV LEDs fabricated on high-quality AlN on sapphire, Abstract of International 


Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2008),We2b-B1, 2008.10 (Montreux, Switzerland) (Invited) 


24) J. Norimatsu, H. Hirayama, N. Noguchi, S. Fujikawa, T. Takano, K. Tsubaki, and N. Kamata, “Milliwatt power 


270 nm-band AlGaN deep-UV LEDs fabricated on ELO-AlN template, Abstract of International Workshop on 


Nitride Semiconductors (IWN2008),We2b-B5, 2008.10 (Montreux, Switzerland)  


25) N. Noguchi, H. Hirayama, T. Yatabe, and N. Kamata, “222nm single-peaked deep-UV LED with thin AlGaN 


quantum well layers, Abstract of International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2008),Tu2b-P15, 


2008.10 (Montreux, Switzerland)  


26) H. Hirayama, M. Noguchi, S. Fujikawa, J. Norimatsu, N. Kamata, T. Takano, K. Tsubaki, “222-282 nm AlGaN 


and InAlGaN based deep-UV LEDs fabricated on high quality AlN template”, Proceedings of SPIE, 7216-58, 


2009.1 (San Jose, America). 


27) Norimichi Noguchi, Hideki Hirayama, Jun Norimatsu, Takeshi Fukuda, and Norihiko Kamata, “230nm-band 


AlGaN-MQW LED with AlN electron blocking layer”, Abstract of the 1st International Forum on Frontier 


Photonics (Saitama, Japan), pp.59-60 (2009). (P-13) 


28) Norihiko Kamata, Takeshi Fukuda, “Outcomes of the priority research theme: Frontier photonics base on 


advanced material, Abstract of the 1st International Forum on Frontier Photonics (Saitama, Japan), pp.37-40 


(2009). (O-5) 


29) T. Fukuda, M. Komoriya, R. Kobayashi, and N. Kamata, “Wavelength-Selectivity of Organic Photoconductive 


Devices by Wet Process”, Extended abstract of 2008 InternationalConference on Solid State Devices and 


Materials (SSDM2008) pp.804-805 2008.9 (Tsukuba, Japan). 


30) R. Kobayashi, T. Fukuda and N. Kamata, “Co-Doping Effect on Quantum Efficiency of Polysilane-Based 


Photoconductive Device”, Abstract of The IEEE Nanotechnology Materials and Device Conference 


(NMDC2008) p220, 2008.10 (Kyoto, Japan). 


31) T. Fukuda, S. Yamauchi, R. Kobayashi and N. Kamata, “Enhanced Lifetime of Luminescent Polymer Coated by 


Silane-Based Sol-Gel Glass, Abstract of The IEEE Nanotechnology Materials and Device Conference 


(NMDC2008) , p. 165, 2008.10 (Kyoto, Japan). 


32) T. Fukuda, M. Komoriya, R. Mori, K. Takahashi and N. Kamata, “Read-Out Frequency Response of 


Solution-Processed Organic Photoconductive Devices”, Abstract of 20th Korea Japan Joint Forum, (KJF2008), 


(P23-69) 2008.10  (Hokkaido, Japan).  


33) T. Fukuda, B. Wei, Y. Taniguchi and N. Kamata, “Fast-response hybrid organic-inorganic light-emitting diodes 


using ZnS as an electron transport layer”, Abstract of 20th Korea Japan Joint Forum, 


(KJF2008),( P23-101)2008.10 (Hokkaido, Japan). 


34) T. Fukuda, S. Yamauchi, E. Kin, H. Ohara, T. Yokoo, N. Kijima and N. Kamata, “Highly Thermal Stability of 


Eu(III) Chelate Encapsulated by Sol-Gel Glass”, Proceeding of the 15th International Display Workshops 


(IDW’08), vol.2, pp.899-902, 2008.12 (Niigata, Japan). 


35) T. Fukuda, B. Wei, M. Ichikawa, Y. Taniguchi, “Transient characteristics of organic light-emitting diodes with 
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efficient energy transfer in emitting material”, Abstract of 8th International Conference on Nano-Molecular 


Electronics (ICNME2008), pp.350-351, 2008.12 (Kobe, Japan). 


36) T. Suzuki, T. Fukuda, Z. Honda, N. Kamata, “Organic Photoconductive Device Fabricated by Electrospray 


Deposition Method”, Abstract of 8th International Conference on Nano-Molecular Electronics (ICNME2008), 


pp.358-359, 2008.12 (Kobe, Japan). 


37) Takeshi Fukuda, Takashi Suzuki, Zentaro Honda and Norihiko Kamata, “Morphology control of electrospray-based 


organic thin film”, Abstract of the 1st International Forum on Frontier Photonics (Saitama, Japan), pp.51-52 (2009). 


(P-10) 


38) Ryohei Kobayashi, Takeshi Fukuda, and Norihiko Kamata, “Wavelength-Selective Photoconductive Device using 


Double Doping Method”, Abstract of the 1st International Forum on Frontier Photonics (Saitama, Japan), pp.49-50 


(2009). (P-9) 


39) Sayaka Kato, Eimo Kin, Takeshi Fukuda, Zentaro Honda, and Norihiko Kamata, “Catalyst Dependence of 


Nano-Size Eu Chlete Encapsulated Sol-Gel Glass”, Abstract of the 1st International Forum on Frontier Photonics 


(Saitama, Japan), pp.53-54 (2009). (P-11) 


40) Ryohei Kobayashi, Takeshi Fukuda, Satoshi Aihara, Hokuto Seo, Ken Hatano, Daiyo Terunuma, and Norihiko 


Kamata, “Organic Photoconductive Device with Fluorene-Silole Mixed Layer”, Abstract of the 5th International 


Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics, (Miyazaki, Japan) p.149 (2009). (M&BE) 


 


［３］国内研究会 
1) 渡邉穣, 山下将嗣, 田井野徹, 明連広昭, 大谷知行, 非開口型走査近接場テラヘルツ顕微鏡の検討, 
第 7 回理研・分子研合同シンポジウム、理研 


 2) 有吉誠一郎, 大谷知行, DOBROIU Adian, 佐藤広海, 田井野徹, 松尾宏, 清水裕彦, 超伝導トンネ


ル接合素子を用いたテラヘルツ波アレイの開発とイメージング応用, 2008 年春季低温工学・超電導


学会、明星大学 
 3) 松井雄二, 田井野徹, 明連広昭, 終端信号検出回路を用いた SFQ 発生回路の設計, 2008 年電子情


報通信学会ソサイエティ大会、明治大学 
 4) 大谷知行, 有吉誠一郎, Adrian Dobroiu, 田井野徹, 超伝導エレクトロニクス素子の展望, 2008 年度


第 2 回超伝導応用研究会シンポジウム、山形大学 
 5) 渡邉穣, 山下雅嗣, 田井野徹, 明連広昭, 大谷知行, 近接場テラヘルツ顕微鏡の開発, テラヘルツ


秋の学校 
 6) 明連広昭, 田井野徹, 菊地克弥, 仲川博, 青柳昌宏, 佐藤弘, 赤穗博司, 超伝導トンネル接合とそ


の応用, 日本学術振興会超伝導エレクトロニクス第 146 委員会、学士会館 
 7) 明連広昭, 松井雄二, 田井野徹, SFQ 光インターフェイス用先頭信号検出回路の高速動作, 2008 年


電子情報通信学会ソサイエティ大会、明治大学 
8) 若林敬浩、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史, 分光エリプソメトリによる SiC/酸化膜界面の光学的評価, 


SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第 17 回講演会 p-61 (東京) 2008. 12. 8  
 9) 関 秀康、若林敬浩、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史, 分光エリプソメータによる SiO2/SiC 界面の光学


的評価  ー紫外領域への拡張ー, SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第17回講演会 P-63 (東
京) 2008. 12. 8 
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10) 高久英之、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史, in-situ 分光エリプソメータによる SiC の極薄膜厚領域にお


ける酸化過程の観察, SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第17 回講演会 P-65 (東京) 2008. 12. 
8 


11) 土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史, 界面 Si 及び C 原子放出現象に基づく SiC 酸化速度のモデル計算, 
SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第 17 回講演会 P-66 (東京) 2008. 12. 8 


12) 中島 洋、土方泰斗、矢口裕之、吉田貞史, 第一原理計算を用いた立方晶 GaN の電気的特性解析, 
SiC 及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第 17 回講演会 P-72 (東京) 2008. 12. 8 


13) 吉田貞史、矢口裕之、土方泰斗, SiC 酸化膜界面の分光エリプソメトリによる評価, SiC及び関連


ワイドギャップ半導体研究会 第 17 回講演会 V-1 (東京) 2008. 12. 9 
14) 矢口裕之, 窒素をδドープしたGaAsにおける単一の等電子トラップからの発光, 第4回量子材料


セミナー（調布） 2008. 7. 23 


15) N. Ohta, H. Shimizu, H. Jia, T. Kobayashi, and H. Shirai,「大気圧プラズマによるa-Si結晶化過程


の実時間その場計測」 プラズマ応用科学(2009)10月掲載予定 
 


16) J. Norimatsu, H. Hirayama, T. Takano, S. Fujikawa, N. Noguchi, K. Tsuboi, and N. Kamata, “270 nm-band 


AlGaN deep-UV LEDs fabricated on ELO-AlN buffer”, 27th Electronic Materials Symposium, E-11, 2008年7月9


日(修善寺). 


17) H. Hirayama, T. Yatabe, N. Noguchi, and N. Kamata, “Over 1mW output power 247-254 nm AlGaN 


deep-UV-LEDs realized by reducing thresholding dislocation density of AlN buffer”, 27th Electronic Materials 


Symposium, E-12, 2008年7月9日(修善寺). 


18) N. Noguchi, H. Hirayama, T. Yatabe and N. Kamata, “222nm single-peaked operation of deep-UV AlGaN MQW 


LED”, 27th Electronic Materials Symposium, H-8, 2008年7月9日(修善寺). 


19) 野口 憲路, 平山 秀樹, 乗松 潤, 鎌田 憲彦, “量子井戸-電子ブロック層最適化による220-270nm帯


AlGaN高効率紫外LEDの実現”, 文部科学省 科学研究費補助金 特定領域研究 公開シンポジウム 


窒化物光半導体のフロンティア －材料潜在能力の極限発現－(学士会館), pp.135-136 (2008). 


20) 乗松 潤, 平山 秀樹, 野口 憲路, 藤川紗千恵, 高野 隆好, 椿 健治, 鎌田 憲彦, “ELO-AlNテンプレー


ト上に作製した270nm帯AlGaN紫外LED”, 信学技報 ED2008-167, CPM2008-116, LQE2008-111(名古屋


工業大学), pp.77-82 (2008). 


21) 野口 憲路, 平山 秀樹, 乗松 潤, 鎌田 憲彦, “230nm帯AlGaN紫外LEDの高出力化”, 信学技報 


ED2008-167, CPM2008-116, LQE2008-111(名古屋工業大学), pp.71-76 (2008). 


22) 鈴木 崇史、福田 武司、鎌田 憲彦, “静電塗布法を用いた有機薄膜の発光スペクトルの制御”, 電子情報


通信学会電子ディスプレイ研究会(八戸工業大学), 信学技報 EID2008-69 (2009-01), pp.77-80 (2009). 


23) 浅木 裕隆、小林 諒平、福田 武司、鎌田 憲彦, “導電性高分子を陽極に用いた有機EL素子”, 電子情報


通信学会電子ディスプレイ研究会(八戸工業大学), 信学技報 EID2008-70 (2009-01), pp.81-84 (2009). 


 


［４］解説他 


1) 鎌田憲彦、発光材料の微視的デザイン―変調ドーピングによる高効率化―、機械の研究、第60巻、第10


号、pp. 1045-1053、2008. 
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［５］20年度外部資金受け入れ状況 


(5-1)科学研究費補助金 


小坂昌史, 基盤研究(C), 平成20年度ー22年度, 極低温まで磁気秩序化を示さない初めての希土類


フラストレート化合物の研究, 代表, 全体金額4,420千円 H20 2,210千円 


今井剛樹, 若手研究（Ｂ）, 現実的な電子状態を反映した強相関電子系の有効模型の構築とその物性


評価, 代表, 全体金額2,000千円、H20 500千円 


飛田和男 特定領域「<http://www.frustration.jp>フラストレーションが創る新しい物性」公募研


究 「フラストレーションに誘起された量子フェリ磁性の理論的研究」,代表, 全体金額1,700千円, 


H20 1,000千円 


谷口弘三、基盤研究(Ｃ)、セレンを含む層状有機物質の超高圧下物性研究、代表、全体金額4,550千


円、H20 2,210千円 


 


明連広昭、科学研究費補助金（特定領域研究）、単一磁束量子による高スループット微細超伝導配線、


代表、51,500千円（平成20年度4,300千円） 


田井野 徹、科学研究費補助金（若手研究A）、大面積・高効率な電磁パルス波検出器、代表、23,500


千円（平成20年度2,000千円） 


田井野 徹、科学研究費補助金（特定領域研究）、単一磁束量子による高スループット微細超伝導配


線、分担、（平成20年度800千円） 


 


白井、科学研究費補助金（萌芽研究）：平成19-20年度 


白井、科学研究費補助金（基盤研究C）：平成21－23年度 


 


(5-2)外部プロジェクト 


1) 経済産業省地域イノベーション研究開発事業「光フロンティア領域を開拓する次世代光応用システムの


開発」、鎌田憲彦（チームリーダー） 


2) JSTシーズイノベーション（顕在化ステージ）「電極を用いない光学的手法によるInGaAs電子デバイス


用結晶評価技術の開発」、鎌田憲彦（研究代表者） 


3) JST-CREST、「230-350nm帯InAlGaN系深紫外高効率発光デバイスの研究」、平山秀樹（研究代表者）、


鎌田憲彦（共同研究者） 


4) JST-シーズ発展、白井肇（研究代表者）、：平成18－21年度 


 


以上 


 


 


 


 


 





